
durchgefuhrt. Beispielsweise wiirde die Anwendung des 
Euferschen Satzes uber homogene Funktionen oder der 
Legendre-Transformation zur Ableitung der thermodynami- 
schen Potentiale erlauben, einen crheblichen Teil des For- 
malisrnus zu iiberblicken und unter einheitlicheni Gesichts- 
punkt zu verstehen. Man begreift nicht recht, warum hier 
muhsame und schwerfallige Einzelableitungen gebracht wer- 
den, die erfahrungsgemiB dem Studenten doch stets mehr 
oder weniger als Taschenspielerei erscheinen. 

Fur eine weitere Auflage, die bei den hohen Qualititen des 
Buches sicherlich in absehbarer 7~i t  erscheinen wird, ware 
auch zu wiinschen, daB verschiedene Fehlcr und schiefe For- 
muIierungen eIiminiert wiirden So ist beispielsweise das 
ideale Gasgesetz nicht ein Grenzgcsetz fu r  hohe Temperatu- 
ren, da auch die strenge Quantenstatistik die Virialform der 
Zustandsgleichung liefert. Ob die Begriffe ,,regullre Losung", 
,,athermixhe Losung" usw. fur flussige Gemische ein zweck- 
ma8iges Einteilungsprinzip liefern, mag Ansichtssacbe sein. 
Die mehrfach unterstrichene Feststellung, daB diese Typen 
thermodynarnisch gar nicht moglich sind, gibt jedoch ein 
vollig schiefes Bild, da die erwihnten Definitionen darauf be- 
ruhen, daR haufig gewisse ,,MischungselTekte" gegeniiber an- 
deren vollig vernachlassigbar sind (was man f i r  die ,,regu- 
lare Losung" bereits an einem einfachen Modell verifizieren 
kann). 
Eine vollstandige Aufzlhlung dieser Dinge uberschreitet na- 
turgernaR den Rahmen eincs Referates. Wesentlich erscheint 
dem Referenten jedoch der Hinweis, daB diese Beanstandun- 
gen die Vorzilge des Buches nicht bcruhren, dem man weite 
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Chemie und Technologie der Silicone, von W .  Noll, unter Mit- 
arbeit von 0. Glenz, G .  Hecht, W. Krauss, J .  Peter, H .  Ro- 
thert und B. Zorn. Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr. 1960. 
1. Aufl., XV, 460 S., 101 Abb., 97 Tab., geb. DM 39.80. 

Erst vor wenig mehr als 20 Jahren setzte sich die Erkenntnis 
durch, da8 die Silicone, die noch Kipping bei seinen ausge- 
dehnten Untersuchungen iiber Organosiliciumverbindungen 
als lastige Nebenprodukte ernpfunden hatte, in Wirklichkeit 
technisch sehr interessante Verbindungen sein miinten. Da- 
durch, daD dann sehr bald - vor allem durch amerikanische 
Pionierarbeit -. die Synthese dieser Stoffe auch in groBem 
MaBstabe moglich wurde, erhielt die Siliconchemie einen 
enormen Auftrieb, so daR schon die 1946 erschienene, von 
E. G .  RocAow verfa8te erste zusammenfassende Darstellung 
dieses Arbeitsgebietes bemerkenswert viele Originalmi tteilun- 
gen und Patente zitieren konnte. Seitdern ist die Hu t  der Ver- 
offentlichungen uber Silicone und ihre Anwendungen immer 
weiter gestiegen, und die Gesamtzahl der einschllgigen Pu- 
blikationen diirfte jetzt schon uber zehntausend betragen. 
Unter diesen Umstanden mu13 jeder, der sich mit den Silico- 
nen befassen will, das Erscheinen des Buches von W. No//  
dankbar begriiBen; denn hier findet man das Wesentliche aus 
der Fiille des Materials ausgewihlt, durch eigene Erfahrun- 
gen des Hauptverfassers und seiner Mitautoren erganzt und 
in aunerordentlich klarer, gut lesbarer Darstellung wieder- 
gegeben. 
In einem einleitenden Kapitel wird zunachst das Grundsatz- 
liche uber den molekularen Aufbau der Silicone aus mono- 
meren Organosilicium-Verbindungen und uber das Nomen- 
klatursystem fur solche Substanzen gesagt; auch werden An- 
gaben iiber die ,,Vorgeschichte" der Siliconchemie und iiber 
Produktionszahlen gemacht. Es folgen drei ausfiihrliche Ka- 
pitel uber Herstellung und Eigenschaften der Monomeren, 
und zwar auch der Organosilane rnit organofunktionellen 
Gruppen, die erst neuerdings als Bausteine der Siliconchemie 
eine Rolle zu spielen beginnen. Das 5 .  Kapitel schildert einer- 
seits die Herstellung der Organopolysiloxane, also der eigent- 
lichen Silicone, vor allem rnit Hilfe von Umsetzungen, die sich 
an silicium-funktionellen Gruppen von monomeren Organo- 
silicium-Verbindungen abspielen. andererseits die Umwand- 
lung von Organopolysiloxanen im Sinne zunehmender oder 
abnehmender mittlerer MolekulgroDe bzw. einer Erhohung 

oder Erniedrigung des Vernetzungsgrades; hier wird auch die 
besonders fur die Herstellung von Siliconulen wichtige ,,Aqui- 
librierung" besprochen. Fur denjenigen Leser, dem an einem 
tieferen Verstlndnis fur die Eigenschaften und die techni- 
schen Anwendungsmoglichkeiten der Silicone liegt, ist das 
6 .  Kapitel besonders wichtig; darin wird nimlich gezeigt, wie 
sich das chemischc und das physikalischc Verhalten der ver- 
schiedenen Typen von Siloxan-Polymeren auf ihre Moleku- 
larstruktur und auf den Charakter der daran beteiligten Bin- 
dungen zuruckfiihren IaBt. Hier sei besonders auf den in- 
teressanten Abschnitt hingewiesen, in dem W. NoU, ein Fach- 
mann auch auf dem Silicatgebiete, die Siloxanbindung der 
Silicone mit der der Anionen von Silicaten vergleicht. Von 
silicium-organischen Polymeren, die sich von den Organo- 
polysiloxanen dadurch unterscheiden, dafl darin Si-Atome 
oder O-Atome durch andere Atome oder Atomgruppen er- 
setrt sind, handelt das 7. Kapitel. 
Die drei folgenden sehr umfangreichen Kapitel betreffen die 
t echn i schen  Siliconprodukte, und zwar ihre Herstellung 
(durch Weiterverarbeitung der Organopolysiloxane), ihre 
Eigenschaften und ihre zahlreichen Anwendungen in den ver- 
schiedensten Industriezweigen, im Bautenschutz, in Medizin 
und Zahnmedizin, in Pharmazie und Kosmetik sowie in der 
Veterinarmedizin; gerade dieser Teil des Buches wird einem 
sehr breiten Leserkreise vielseitige Anregungen bieten. 
Die Mono- und Polykieselsiureester (Kapitel 11) sind den 
Siliconen in mancher Hinsicht verwandt; daR man sie an- 
hangsweisc in einem Ruche iiber Silicone behandelt, ist da- 
her durchaus berechtigt. 
Der Gnalytiker schlieBlich, der sich mit den Siliconen und 
ihren Vorprodukten befassen muR, findet im letzten Kapitel 
cine ubersicht iiber die bisher moglichen chemischen und 
physikalischen Analysenverfahren. 
Es sei noch erwahnt, daR das ausgezeichnete Werk auch ein 
guter Wegweiser zu der wesentlichen Originalliteratur des 
Silicongebietes ist, da jedem der 12 Kapitel ein ausfilhrliches 
Verzeichnis von Literaturstellen und Patenten folgt (insge- 
samt uber 2000 Zitate). Druck und Ausstattung sind vorziig- 
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Praktische Physik - zum Gebrauch fur Unterricht, Forschung 
und Technik, Bd. I ,  von F. Kohlrausch. B. G .  Teubner Ver- 
lagsgesellschaft, Stuttgart 1960. 21. Aufl., VIII, 692 S., 
420 Abb., geb. DM 46.60. 

Die 21. Auflage des ,,Koh/rauscli" ist vor kurzem erschienen. 
Seit seiner I .  Auflage (1870) wurde das Werk immer wieder 
den Fortschritten von Forschung und Technik angepaDt, so 
daB daraus schlicDlich ein Standardwerk der praktischen 
Physik entstand. Auch die 20. Auflage wurde rnit dem Ziel 
iiberarbeitet, neue Ergebnisse aufzunehmen, ohne das Alt- 
bewahrte zu vernachlassigen. 
Diese Aufgabe ist in den einzelnen Kapiteln verschieden gut 
gelost worden. Dennoch ist es erstaunlich, welch eine Fiille 
von MeBgeraten und -verfahren in diesern Band beschrieben 
werden. Die Hinweise fur den Umgang rnit einzelnen MeBge- 
riten verdienen besonders hervorgehoben zu werden. 
Leider entsteht bei einem Vergleich mit der 20. Auflage [ I ]  
der Eindruck, als ob auf einzelnen Gebieten der MeBtechnik 
in den vergangenen funf Jdhren keine Fortschritte erzielt 
worden wiren. So werden z .  B. die neuen Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Photohalbleiter (Photodiode, Phototran- 
sistor) nur am Rande erwahnt, wihrend andererseits im glei- 
chen Kapitel eine Anordnung mit einem vollig veralteten 
Meaverstarker im einzelnen beschrieben wird. Eine starkere 
Berucksichtigung neuerer Meagerate rnit modernen Bauele- 
menten wiirde den praktischen Nutzen einiger Kapitel be- 
trbcht!ich steigern. 
Unverstlndlich bleibt, daB hlufig noch Zahlenwertgleichun- 
gen statt GroUengleichungen verwendet werden. Das filhrt 
z.B. zu dem sinnlosen Ergebnis, daD der Spannungskceffi- 
zient eines Gases (S. 250 (6)) dimensionslos ist. 

[ I ]  Vgl. Angew. Chern. 68, 167, 760 (1956). 
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